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T R A N S F E R S T E C K B R I E F

Prof. Sigurd Schrader 
Arbeitsgruppenleiter

www.th-wildau.de/photonik
sigurd.schrader@th-wildau.de

+49 3375 508 293
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Transferscout Life Sciences

lifesciences@innohub13.de
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Li
fe

 S
ci

en
ce

s H I N T E R G R U N D

Graphen als 2D-Struktur mit einer Schichtdicke von ca. 0,3 
nm hat eine Reihe außergewöhnlicher physikalischer 
EigenschaŌen (hohe elektrische Leiƞähigkeit, höchste 
ZugfesƟgkeit, breite AbsorpƟon). Mit Graphen-basierten 
Transistoren können Taktraten bis in den THz-Bereich 
erreicht werden und als elektrisch leiƞähige, transparente
Schicht kann Graphen eine preisgünsƟge AlternaƟve zu 
konvenƟonellen Werkstoffen wie z.B. Indium-Zinn-Oxid 
(ITO) sein. Ein breiter industrieller Einsatz von Graphen ist
bislang nicht möglich, da es bisher nur sehr spezielle 
Verfahren zur Graphen-Herstellung gibt.

T E C H N O L O G I E

Die Abscheidung einer Lage Kohlenstoff erfolgt miƩels 
gefilterter Vakuum-Hochstrombogenverdampfung (-
HCA) eines festen Graphit-Targets unter Inertgas-
atmosphäre. Auf dem geheizten Substrat organisiert sich 
der Kohlenstoff ohne Zuhilfenahme einer katalyƟschen 
Hilfsschicht zu einer Graphen-ähnlichen Struktur.

V O R T E I L E

 Großflächige Graphen-Abscheidung 
direkt auf dem Substrat

 Keine katalyƟschen Metallschichten 
nöƟg

 Keine Rückstände von 
Hilfschemikalien

 Keine weitere Nachbearbeitung nöƟg

A N W E N D U N G

Herstellung von Transistoren für die 
Chipindustrie oder als preisgünsƟge 
AlternaƟve zu ITO und anderen 
transparenten, elektrisch leiƞähigen 
Oxiden (TCO) für Mikroelektronik,
Sensorik, Photonik und Photovoltaik

S T A T U S

Machbarkeit im Labor gezeigt: 
erfolgreiche Graphen-Beschichtungen

Patent:
DE102012011277B4 

Verfahren zur großflächigen Abscheidung von
Graphen auf beliebigen Oberflächen


